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摘要(译)

有源矩阵型半透性液晶显示器件的简化制造方法也具有提高的生产率。
在有源矩阵型半透性液晶显示装置的制造方法中，在工艺A中形成并加工
层间绝缘膜，以在形成TFT的源极和漏极的硅层上形成层间绝缘膜;在工
艺B中，用于在层间绝缘膜上形成光致抗蚀剂层;在用于形成光刻胶层的
工艺C中，使用在形成反射电极的部分中形成有低于分辨率极限的图案的
掩模，以指定图案形成光刻胶层;在用于将在工艺C中制造的光致抗蚀剂
层图案化的工艺D中，作为用于蚀刻层间绝缘膜的蚀刻掩模。在工艺D之
后，从金属膜同时形成源电极，信号线，漏电极和反射电极。
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